
Tentamen
ess116 Elektriska Nät och System, F2

Examinator: Ants R. Silberberg

11 april 2012 kl. 14.00-18.00 sal: V

Förfrågningar: Ankn. 1783 (Karl-Johan Fredén Jansson)
Lösningar: Anslås torsdagen den 12 april på institutionens

anslagstavla, plan 5.
Resultat: Rapporteras in i Ladok.
Granskning: Onsdag 25 april kl. 12.00 - 13.00 , rum 3315,

på plan 3 i EDIT-huset, korridor parallell med Hör-
salsvägen.

Bedömning: En korrekt och välmotiverad lösning med ett tydligt an-
givet svar ger full poäng.

Hjälpmedel

• Typgodkänd miniräknare

• Beta Mathematics Handbook

• Physics Handbook

• Sammanfattning Kretselektronik (A4-häfte)

Betygsgränser (6 uppgifter om vardera 3 poäng).

Poäng 0-7.5 8-11.5 12-14.5 15-18
Betyg U 3 4 5

Lycka till!
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1. Betrakta växelströmskretsen i figur 1 där spänningskällan u(t) driver
en krets som består av fyra kretselement (R1, R2, L och C).

(a) Beräkna den komplexa effekt som spänningskällan avger.
(b) Beräkna den medeleffekt som upptas av resistansen R1.

Antag sinusformat stationärtillstånd med u(t) =
√

2 · 120 cos(103t) V,
R1 = 1.0 Ω, R2 = 5.0 Ω, L = 10 mH och C = 0.10 mF.

Figur 1: Växelströmskrets.

2. Utgå ifrån förstärkarkretsen i figur 2. Beräkna utspänningen u0(t) vid
tidpunkten t = 0.25 s då insignalen uS(t) = 5.0 sin(3t) mV. Antag ideal
operationsförstärkare.

Figur 2: Operationsförstärkarkrets.

RS = 0.10 kΩ R1 = 1.0 kΩ k = 3.0 · 10−3A/V
R2 = 3.3 kΩ R3 = 100 kΩ
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3. Beräkna och gör en skiss över spänningen uo(t) som den är markerad
i figur 3 då spänningen hos källan U varierar enligt diagrammet i figur
4. Antag ideal diod.

R1 = 3.0 kΩ R2 = 1.0 kΩ E = 6.0 V

Figur 3: Diodkrets.

Figur 4: Insignalspänning U [V].
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4. Vid tidpunkten t = 0 är alla källor bortkopplade och vi har en krets en-
ligt figur 4. Begynnelsevärdet för de markerade strömmarna är i1(0) =
i2(0) = 11 A. Beräkna strömmen i2(t) för t ≥ 0.

Figur 5: RL-krets

R1 = 1.0 Ω R2 = 2.0 Ω

L1 = 2.0 H L2 = 3.0 H
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5. Beräkna förstärkarens förstärkning
uo

us

samt förstärkarens inresistans

Rin och utresistans Rut. I aktuell arbetspunkt för transistorn gäller
transkonduktansvärdet gm = 1.6 mA/V. Övriga transistorparametrars
inverkan kan försummas samt 1

ωC
≈ 0 vid aktuella signalfrekvenser.

Figur 6: JFET förstärkare.

R1 = 1.3 MΩ R2 = 200 kΩ E = 60 V
RD = 18.5 kΩ RS = 4.0 kΩ
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6. Operationsförstärkarkretsen i figur 7 är en s.k. fasskiftsoscillator. Beräk-
na återkopplingsresistansen Rf samt resistansvärdet R så att kretsen
svänger sinusformigt med frekvensen 100 Hz. Antag ideal operations-
förstärkare.

Figur 7: Oscillatorkrets.

C = 0.50 µH
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